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〈综述与评论〉 

二极管型近红外聚合物光电探测器研究进展 

肖建花，蒋亚东，王  洋，黎威志，太惠玲 
（电子科技大学，四川 成都 610054） 

摘要：近红外聚合物光电探测器的光电特性灵活可调、与柔性基板兼容性好、制备工艺简单且成本

低，在航空、军事、工业、医疗等领域具有较大应用前景。近红外聚合物光电探测器的结构类型包

括光电导体、光电二极管及光电晶体管，其中光电二极管的研究最为广泛。本文对近红外聚合物光

电二极管（near-infrared polymer photodiodes，NIR PPD）的研究进展进行综述：首先，介绍了 NIR PPD

的光电转换原理；其次，分别从新材料合成和器件结构设计角度，详细讨论了在改善 NIR PPD 性能

方面取得的重要进展；最后，总结全文并提出当前 NIR PPD 研究存在的挑战及其发展前景。 
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Review of Near-Infrared Polymer Photodiodes 

XIAO Jianhua，JIANG Yadong，WANG Yang，LI Weizhi，TAI Huiling 

(University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China) 

Abstract：Near-infrared (NIR) polymer photodetectors possess flexible and adjustable photoelectric 

characteristics, have good compatibility with flexible substrates, require a simple preparation process, and 

are inexpensive. They also have significant application prospects in aviation, military, industrial, and 

medical fields. NIR polymer photodetector structures include photoconductors, photodiodes, and 

phototransistors. This study reviews the research progress of NIR polymer photodiodes (NIR PPDs). First, 

the photoelectric conversion principle of NIR PPDs is introduced. Second, important advances made by 

researchers in improving the performance of NIR PPDs from the perspectives of new material 

development and device structure design are discussed. Finally, a summary is presented along with 

possible challenges and prospects of current research on NIR PPDs. 
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0  引言 

光电探测器能将光信号转化为电信号，具有广泛

用途。无机半导体或其化合物的载流子迁移率高，激

子结合能小、稳定性高，被广泛应用于商用光电探测

器。但无机光电探测器的制造工艺复杂、成本高昂、

机械灵活性较差，在大面积、柔性、低成本器件上具

有局限性。有机光电探测器具有高耐用性、高柔性和

低成本的特点，可弥补无机光电探测器的不足[1]。有

机光电材料吸收系数比硅高 2～3个数量级，仅 100 nm

薄层就足以吸收入射光的 60%[2]，且可以通过改变有

机材料的化学结构来调节其电、光学性能，实现无机

材料无法实现的光检测，因此受到研究者的青睐。 

有机材料包括有机小分子和高分子聚合物，其

中小分子和聚合物光电探测器都已进入快速发展时

期[3-15]。聚合物比有机小分子光吸收系数大，且可以

使用简单低成本的 3D 掩模和 3D 有机层转移印刷[8]、

全数字印刷[16]、气溶胶喷射印刷[17]、旋涂[18]、喷墨印
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推进，有机聚合物 NIR PPD 将会逐渐进入包括航空、

军事、工业、医疗等领域在内的广阔市场。 
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